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DEPOT PAR COUCHE
ATOMIQUE )
(ATOMIC LAYER DEPOSITION)

INSTITUT
PHOTOVOLTRIQUE
D'ILE-DE-FRANCE

OBJECTIFS

La technologie de dépdt par couche atomique (ALD — Atomic Layer Deposition) est
un procédé de dépdt de couches minces a basse température adapté a des substrats
de taille et nature variés. Les procédés ALD permettant d’obtenir des matériaux de
haute qualité avec une grande homogeénéité et un contréle de I'épaisseur au niveau
(sub)nanomeétrique, ils sont utilisés pour le dépdt de couches minces fonctionnelles
ou multifonctionnelles : couches optiques, barrieres, dures, isolantes, conductrices,
décoratives. .. dans diverses applications.

A T'issue de ce stage de 2 jours, le stagiaire, technicien, ingénieur ou chercheur,
aura eu un panorama complet des principes, ainsi que des potentiels et opportunités
offerts par I'’ALD. Il sera ainsi capable de mettre au point un procédé le mieux adapté
pour une application donnée.

NIVEAU/PREREQUIS

Niveau Expert
Connaissance de base en physique et chimie (niveau bac +3) ou expérience pratique
professionnelle en procédés physico-chimiques ou procédés couches minces.

METHODES MOBILISEES

Les notions présentées dans les cours seront mises en pratique par des expériences
de dépdt de couches minces par Atomic Layer Deposition pour le photovoltaique et
leur caractérisation in situ (microbalance a cristal de quartz) et ex situ. Ces expé-
riences permettront aux stagiaires d’aborder de fagon concréte les parametres
permettant de controler les structures et propriétés des couches minces déposées.

PROGRAMME

» Principe général et notions fondamentales de I’ALD. Exemples d’applications
en micro-électronique.

» Introduction sur les pré-requis d’un précurseur et notions de chimie moléculaire
pour appréhender le choix d’un précurseur ALD.

» Techniques de caractérisation in situ et leur utilisation pour I'étude des procédés
et mécanismes réactionnels. Exemples applicatifs pour les capteurs, I'optique
et la photonique.

» Techniques de caractérisation des matériaux minces ALD. Matériaux de
grands rapports d’aspects et applications liés a I'énergie et a I'environnement
(membrane).

» Nouveaux procédés et réacteurs pour I'ALD : plasma-enhanced ALD, fast-ALD,
molecular Layer deposition et Area-selective ALD.

MODALITES D'EVALUATION
Evaluation de fin de stage sous forme de QCM.






